


































专利名称(译) 沉积掩模，气相沉积设备，气相沉积方法和制造有机EL显示设备的方法

公开(公告)号 US20190067580A1 公开(公告)日 2019-02-28

申请号 US16/083856 申请日 2016-07-22

[标]申请(专利权)人(译) 鸿海精密工业股份有限公司

申请(专利权)人(译) 鸿海精密工业股份有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 鸿海精密工业股份有限公司.

[标]发明人 NISHIDA KOSHI
KISHIMOTO KATSUHIKO

发明人 NISHIDA, KOSHI
KISHIMOTO, KATSUHIKO

IPC分类号 H01L51/00 C23C14/04 C23C14/50 H01L51/50 H01L51/56

CPC分类号 H01L51/0011 C23C14/042 C23C14/50 H01L51/5012 H01L51/56 C23C14/12 C23C14/24

优先权 2016047210 2016-03-10 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本申请提供了一种气相沉积方法，沉积掩模和气相沉积设备，其使得可
以在使用气相沉积材料执行气相沉积之后在短时间内可靠且均匀地分离
沉积掩模。在步骤（S ）中，形成至少部分地具有由铁磁材料制成的金
属层（金属支撑层）的沉积掩模。在步骤（S b ）中，通过向金属层施加
电磁场来磁化沉积掩模的金属层。在步骤（S ）中，沉积掩模和基板彼
此对准，然后沉积掩模被吸引并固定到其间具有基板的电磁体。在步骤
（S b ）中，设置气相沉积源以面对沉积掩模，并且通过蒸发气相沉积材
料将气相沉积源中的气相沉积材料沉积在基板上。在步骤（S 5）中，电
磁铁产生磁场以使沉积掩模排斥电磁铁，从而将电磁铁和基板从沉积掩
模分离。
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